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简历 

2000-至今 长春理工大学 教师  

2002-2008 中科院长春光机物理所 博士 

1996-2000 吉林大学 学士 

研究领域 

  光电子材料与器件 

学术兼职 

 

主要荣誉 

   2012 吉林省创新拔尖人才，吉林省科技进步三等奖 

   2011 中国仪器仪表学会奖学金-金国藩青年学子奖 

   2009 吉林省自然科学学术成果奖一等奖 

   2008 长白科技青年奖特优奖 

      吉林省科技进步一等奖 

   2007 中科院院长优秀奖 

承担科研项目情况 

   教育部博士点基金1项，归国留学人员基金1项，实验室基金2项，省科技厅基金项目1项，省教育

厅基础研究项目1项，市科技局国际合作项目1项。 



   经费总额：80万元 
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